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Dotyczy: przetargu na dostawe urzadzenia do osadzania metalizacji PVD - nr
postepowania F2/61/2025/ZP.

Zamawiajgcy, dziaftajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdin. zm.) przekazuje tes¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Pytanie 1.

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o odniesienie sie do ponizszej kwestii:

JesteSmy przekonani, ze mozliwe jest zapewnienie jednorodnosci warstwy Ti na poziomie
10% pna podtozu 2" dla warstw o bezwzglednej grubosci > 100 nm. Ponadto jestesmy
rowniez pewni, ze jednorodnos¢ < 10% w statycznym, ptaskim osadzaniu (bez ruchu prébki)
bedzie zachowana réwniez dla ciefszych warstw.

Jednakze, procedury pomiarowe oraz dostepny w naszym laboratorium sprzet do pomiaru
warstw o grubosci znacznie ponizej 100 nm s3g ograniczone. Btagd systematyczny naszych
dostepnych metod pomiarowych wptywa na jako$¢ wynikow przy tak cienkich warstwach.
W zwigzku z tym nie bedziemy w stanie przeprowadzi¢ pomiardw ani potwierdzi¢
jednorodnosci warstw o grubosci 10-20 nm w wymaganym zakresie <25%.

JesteSmy jednak otwarci na wykonanie pomiarow w trybie "najlepszych staran",
przyktadowo z wykorzystaniem metod optycznych lub elipsometrycznych. W przypadku
elipsometrii nalezy dysponowac¢ petng wiedzg na temat stechiometrii i wiasciwosci
optycznych osadzanego materialu w danym zakresie grubosci, aby pomiar nie byt
zaburzony. W przypadku pomiaréw optycznych (np. transmisji lub absorpcji), konieczne
bytoby zastosowanie idealnie pfaskiego podtoza lub wykonanie wczesniej metrologii
powierzchni przed osadzaniem.

Z powyziszych wzgledéw nie bedziemy w stanie przeprowadzi¢ formalnego testu
odbiorczego dla warstw o grubosci 10-20 nm.

Jako alternatywe chcemy zaproponowac pomiary jednorodnosci przeprowadzane przy
réoznych grubosciach warstw w zakresie 100 nm-500 nm, aby udowodni¢, ze nasz proces
osadzania skaluje sie liniowo w statycznej geometrii (bez ruchu prébki).

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowe
potencjatu badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Przedsiewziecie: Centrum
Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23
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Odpowiedz:

W przypadku wstepnego testu akceptacyjnego wykonawca wykaze na podstawie
wthasnych wynikéw pomiaru grubosci z osadzania metalizacji na ptaskim podtozu, ze
w zakresie warstw grubszych spetnia jednorodnos¢ grubosci na poziomie 10% mierzong
na podtozu o wielkosci 2 cale, natomiast dla grubosci warstwy w zakresie 10 nm — 20
nm dostawca oprze sie na uwiarygodnionych danych z takich pomiaréw grubosci
warstw, udostepnionych przez uzytkownika podobnego systemu PVD o takiej samej
konfiguracji osadzania, wyprodukowanego przez te samg firme.

Uwagal
Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
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